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Показано, что стойкость альфа-политипа оксида галлия к 
облучению ионами с энергиями в диапазоне 10-500 кэВ до доз 
несколько смещений на атом существенно превышает таковую для 
бета-политипа и приближается к стойкости нитрида галлия. В 
усиленном формировании устойчивых повреждений 
кристаллической структуры α-Ga2O3 играют роль нелинейные 
явления, возникающие, как в каскадах смещений, так и в ходе 
вторичного дефектообразования. 

 

Оксид галлия (Ga2O3) – широкозонный полупроводник, образующий, в частности, 

следующие кристаллографические политипы: ромбоэдрический α-, моноклинный β-

политипы. β-Ga2O3 стабилен при нормальных условиях и разработаны технологии роста 

высококачественных объемных монокристаллов этого политипа, потому его свойства 

наиболее изучены. В то же время, α-Ga2O3 стабилен при атмосферном давлении до 450-500 

°С, обладает более широкой запрещенной зоной 5.3 эВ при теоретическом значении поля 

пробоя ~8 МВ/см, что позволяет надеяться на создание УФ фотодетекторов и приборов 

силовой электроники на его основе. Поэтому, эффекты, вызываемые в нем облучением 

ускоренными ионами, представляют большой интерес. 

Проведенные нами эксперименты по облучению α-Ga2O3 ионами различных масс с 

энергиями десятки-сотни кэВ показали, что распределение стабильных нарушений имеют 

бимодальный характер, дефекты накапливаются вблизи поверхности и в объеме, причем 

глубже максимума энерговыделения в упругих потерях. Величина пиков доходит до уровня 

полной аморфизации мишени с ростом дозы облучения а затем они сливаются при дозах 

~30 СНА и формируется сплошной аморфный слой. При этом изменение толщины 

облучаемого слоя вплоть до дозы 45 dpa не превышает 5 нм, а среднеквадратичная 

шероховатость поверхности α- Ga2O3 сохраняется примерно на одном уровне от (0.7 до 0.5 

нм). Для достижения сходных уровней повреждения в β-политипе необходимы дозы на 

порядок ниже, то есть, радиационная стойкость кристаллической структуры α-Ga2O3 при 

облучении ускоренными ионами превышает стойкость бета-политипа. Для описания 

наблюдаемого в эксперименте поведения необходимо учитывать нелинейное повышение 

эффективности формирования стабильных нарушений возникающее (1) в каскадах 

смещений высокой плотности, и (2) в ходе процессов вторичного дефектообразования, 

происходящих после термализации каскада. 



При последовательной имплантации ионов с разными энергиями результирующее 

распределение дефектов зависит от последовательности, в которой производится 

облучение (некоммутативность при накоплении стабильных нарушений). Это важно 

учитывать при формировании глубоких равномерных профилей имплантируемой примеси 

(box-like profiles) методом ионной имплантации. 
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